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単層グラフェン同士をある一定の角度で積層させたグラフェンねじれ積層構造では、強相関絶

縁/超伝導状態などが報告され、大きな注目を集めている。これに続き、熱的安定状態の AB 積層

二層グラフェンを積層させた二層-二層グラフェン超格子構造においても強相関輸送現象が議論

されている[1]。本研究では、折り重なった AB 積層二層グラフェン（folded bilayer-bilayer graphene: 
fBBLG）を利用し、二層-二層グラフェン超格子素子を作製し、キャリア輸送特性を調べた。 

素子作製に関しては、機械的剥離法により準備した fBBLG を、バブルフリー転写法により六方

晶窒化ホウ素（hBN）で挟んだ。本研究における fBBLG はねじれ角が~60°のものを利用し、片方

の hBN と結晶方位がそろった構造（モアレ超格子）を形成している[2]。積層構造作製後、CHF3/O2

プラズマエッチングでホールバー型に加工し、電子線蒸

着により 1 次元エッジコンタクト電極（Cr/Pd/Au）を作

製した。ホールバー上にさらに hBN を転写後、トップゲ

ートを作製した。測定について、4 端子法により電気抵

抗を測定した。 
温度 1.7 K における縦抵抗率（ρxx）および横抵抗（ρxy, 

垂直磁場 B = 0.22 T）のトップゲート電圧（Vtg）依存性

を Fig. 1(a)に示す。Vtg ~ 0.3 V は電荷中性点であり、同一

積層構造上のAB積層二層グラフェン/hBN超格子素子の

測定結果およびキャリア密度を考慮すると、Vtg ~ -9 V は

BLG/hBN のサテライト点、Vtg ~ ±5 V は fBBLG のサテラ

イト点、Vtg ~ -2 V は fBBLG のモアレバンドが半分占有

された状態に対応すると考えられる。これらの領域では、

ρxx はピークを示し、ρxy の符号（電子/正孔）が切り替わ

る。ρxx はキャリア密度（n）に依存して金属または絶縁

体的な異なる温度依存性を示した（Fig. 1(b)）。この結果

は、グラフェン超格子における抵抗に寄与するキャリア

散乱機構が、通常のグラフェンに見られるフォノンが支

配的な機構とは異なるためであると考えられる。 
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Fig. 1 Transport properties of the 
fBBLG/hBN device. (a) ρxx and ρxy as 
a function of Vtg at 1.7 K. (b) ρxx vs n 
for various temperatures. 
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